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| (57) Abstract 

The invention relates to 
a method and to a temperature 
management and reaction chamber 
system for producing semiconductor 
crystal materials which contain 
nitrogen and which are of the 
form AxBvCz, Nv. Mw. whereby 
A. B C represent group H or 111 
elements, N represents nitrogen, M 
represents a group V or VI element 
and X Y Z, V, W represents the 
m0 l fraction of each element in 
this compound. The semiconductor 
crystal materials are produced using 
gas phase compositions and gas 
phase sequences. The invention is 
characterized in that, for producing 
the semiconductor crystal materials 
the production process is controlled 
under predetermined conditions 
by precisely controlling the 
temperature at determined locations 
in the reaction chamber system. 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmeldar eingereichten Unterlagen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verfahren und System zur Halbleiterkristallherstellung mit Temperaturverwaltung 
@ Beschrieben wird ein Verfahren und ein Temperatur- 

verwaltungs- und Reaktionskammersystem zur Herstel- 

lung von Stickstoff enthaltenden Halbleiterkristallmate- 

rialien der Form A X B Y C Z N V M W , wobei A, B, C Gruppe-ll- 

oder lll-Elemerrte, N Stickstoff, M eine Gruppe-V- oder VI- 

Element und X, Y, Z, V, W der Molenbruch jedes Elements 

in dieser Verbindung darstellen, unter Verwendung von 

Gasphasenzusammensetzungen und Gasphasenfolgen. 

Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daB zur Herstel- 

lung der Halbleiterkristallmaterialien der Herstellungs- 

prozefS durch genaue Temperaturregelung bestimmter 

Stellen in dam Reaktionskammersystem unter vorgege- 

benen Bedingungen gesteuert wird. 
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